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1．緒言 

Cu(In,Ga)Se2 (CIGS)太陽電池は現在、20%を

超える変換効率を達成しており、今後の変換効

率の目標として変換効率 30%を超える太陽電

池の開発が求められている。更なる高効率化に

は、多接合構造が不可欠である。Ag(In,Ga)Se2 

(AIGS)は、Inと Gaの組成比を制御することで

バンドギャップを 1.23～1.82 eVと変化させる

ことが出来るため、多接合太陽電池のトップセ

ル材料候補である。しかし、多接合化に利用す

るためにはまだ変換効率が低く、特に AIGS太

陽電池の開放電圧と曲線因子の大幅な向上が

必要となる。開放電圧と曲線因子が低い 1つの

原因として、Fig.1 に示すような I-V 特性に S

字カーブが現れることが挙げられる。本研究で

は、この原因を AIGS/裏面電極界面特性評価及

び、デバイス解析により明らかにした。 

 

 

 

 

 

 

 

2．実験方法 

 ZnO:B/ZnO/CdS/AIGS/Mo/SLG 構造を有する

AIGS 太陽電池を評価に用いた。AIGS/Mo 界面

評価には、透過型電子顕微鏡および暗電流測定

を行った。デバイス解析には、1次元デバイス

シミュレータ wxAMPS を用い、各層の特性は

Table 1に示す値を用いた。 

 

3．結果及び考察 

AIGS/Mo 界面には、20 nm 程度の MoSe2層

が確認でき、暗電流測定から AIGS/Mo 界面は

オーミック接触であった。つまり、I-V 特性に

現れる S字カーブとは無関係である。 

 デバイス解析により、S 字カーブの原因は

AIGSのキャリア濃度が低いことに起因してい

ることが分かった。C-V 測定では、AIGS のキ

ャリア濃度は 10
14

 cm－3台であった。順方向バ

イアス下での電子注入により、裏面電極付近で

AIGS が n－型化することが、AIGS 太陽電池の

開放電圧と曲線因子の低下の原因である。 

 さらにその改善方法として、AIGS/Mo 間に

p
+型半導体層を挿入することで、開放電圧と曲

線因子が大幅に向上することを明らかにした。 
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 ZnO CdS AIGS 

Electron affinity [eV] 4.4 4.2 4.6 

Band-gap [eV] 3.3 2.4 1.75 

Carrier density [cm
-3

] 
n type: 

1×10
20

 

n type: 

1×10
18

 

p type: 

3×10
14

 

Table 1. Materials parameters 

Fig.1. Typical I-V curve of AIGS solar cell 
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